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CARACTERIZAGAO ELETRICA DE GASB
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O antimoneto de Galio (GaSb) € um material semicondutor que, a temperatura ambiente, tem trés
minimos da banda de condugéo (I', X e L) que competem no transporte eletrdnico do material tipo
n. Até hoje ainda ndo esta muito claro a contribuicdo de cada minimo e estamos propondo um
estudo baseado em outros estudos que fizemos para outros materiais. Basicamente, aproveitamos
o fato de que, em baixa temperatura, s6 0 minimo do ponto I' contribui na condugao uma vez que
os coeficientes de variagdo (aumento) dos minimos X e L sdo maiores do que o de (1. Além disso,
em temperaturas mais baixas os portadores ndo tém energia suficiente para passar de I para
qualquer outro minimo. Assim, fizemos a caracterizagdo elétrica do material entre
aproximadamente 20K e temperatura ambiente. Os resultados em baixas temperaturas nos
permitiram determinar, via a medida de mobilidade e da densidade de elétrons, a densidade de
aceitadores (que ndo muda em toda a faixa de temperatura) e, possivelmente, a energia de
ativagdo (em relagdo a ') dos doadores.De posse desses resultados, poderemos prever o
comportamento do material para temperaturas mais altas como se houvesse s6 o minimo I'. A
diferenca entre os valores determinados teoricamente dessa forma e os valores determinados

experimentalmente, nos dardo o comportamento dos minimos L e X.
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